
 

 

东华大学专业学位硕士研究生入学考试大纲 

科目名称：微电子制造科学原理与工程技术 

适用专业：集成电路工程（专硕） 

参考教材：Fabrication Engineering at the Micro- and Nanoscale（4th），

Stephen A. Campbell；中译本《微电子制造科学原理与工程技术（第四版）》，

严利人、梁仁荣译  

考试形式：闭卷笔试；考试时间：180 分钟；满分：150 分 

一、考试总体要求 

        本考试旨在考查集成电路工程专业学位硕士考生对硅基集成电路制造单项

工艺原理、工艺集成思路的掌握程度。侧重工程应用、工艺权衡、良率与工艺

问题分析，兼顾基础物理模型、公式计算。 

考生应达到： 

1. 掌握晶圆制备、掺杂、氧化、薄膜沉积、光刻、刻蚀、平坦化、金属化等

集成电路单项制造工艺的基本原理、工艺设备特点与工程适用场景； 

2. 理解核心物理模型，能完成基础公式计算，定性分析工艺参数变化带来的

器件与工艺结果变化； 

3. 掌握 CMOS 完整工艺流程，理解工艺之间的相互约束（热预算、应力、污

染、缺陷）； 

4. 了解 FinFET、HKMG、铜互连、EUV、ALD 等先进工艺的工程价值，能够

分析工艺方案取舍、工艺失效原因； 

5. 具备工程思维，能结合工艺原理分析良率、可靠性相关基础问题。 

二、试卷题型结构（总分 150 分） 

1. 单项选择题：10 小题，每题 3 分，共 30 分；考察基础概念辨析、工艺选型

判断等。 

2. 判断题：10 小题，每题 2 分，共 20 分；考察易混淆知识点等。 

3. 名词解释：6 小题，每题 5 分，共 30 分；核心工艺、物理名词等。 



 

 

4. 简答题：5 小题，每题 8 分，共 40 分；机理简述、工艺对比、工程优缺点

分析等； 

5. 综合计算题 / 工艺工程论述大题等：2 小题，每题 15 分，共 30 分。 


